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１．概要（Summary） 
我々は、Mg2Si を安価な近赤外受光素子として利用

するための研究を行なっている。Mg2Si は、Au に対し

て整流性、Ag に対してオーミック性の接触となることが報

告されており、Au と n 型 Mg2Si との接合から Mg2Si 
の電子親和力は 4.61 eV と見積もられている[1]。我々の

研究室では、Ni に対して整流性、Mg に対してオーミッ

ク性を示す事も報告されている[2]。本報告では、Mg2Si 
を用いたショットキーダイオードをセンサとして利用するた

めの準備として、様々な金属に対する電流-電圧特性を調

査した。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
高速マスクレス露光装置、全自動スパッタ装置 

【実験方法】 
茨城大学で 3×3 mm 角程度の n 型 Mg2Si 基板を

鏡面研磨し、裏面には Au/Al を蒸着、熱拡散させ基板

を準備した。次に、NIMSで基板表面に高速マスクレス露

光装置を用いて、大きさの異なる円形電極のパターニン

グを行なった、その後、全自動スパッタ装置を用いて、

Au/Ni、Au/Ti、Au/Cr の堆積を行なった。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

今回の実験では、露光後の現像に失敗し、露光部分

以外のレジスト剤が溶けたり、露光部分のレジスト剤が残

ったりした。そのため、スパッタリング後に行なったリフトオ

フによって電極の欠損が発生した。また、基板と電極の間

に残ったレジスト剤の影響で、電極によって特性が安定し

なかったため、電気特性の評価を行う事ができなかった。

Fig. 1、Fig. 2 に、電極堆積が成功した試料と失敗した

試料の顕微鏡画像を示す。電極堆積が良好に出来た部

分と不出来な部分が混在したため、現像までの条件を調

整する必要がある。 
 

 

 
Fig. 1 Sample that failed to be deposited 

 
Fig. 2 sample that success to deposited 
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